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六方晶型の炭化ケイ素(4H-SiC)は半導体材料として従来のシリコン(Si)に比べ、バンドギャップ

や絶縁破壊電界強度が大きいことに加え、p 型および n 型の制御が幅広く可能であることからパ

ワーデバイス向けの応用研究が精力的に行われている。一方で、近年では、4H-SiC を用いた高温

動作が可能な IC や、従来技術を遥かに凌駕する感度や空間分解能を持った量子センサに関する研

究も進められている。 

上記のような応用を考える上において 4H-SiC には高温、化学的暴露などに強いというアドバン

テージがあり、過酷環境に適応したデバイスの実現が期待される。この視点からは、高温におけ

るパワーデバイスの動作等に関しては研究がなされている一方、基礎的な物理量に関しては未だ

に詳細が不明な点がある。しかし、前述した応用やそのための材料・素子開発を進める際には、

温度による影響を正確に見積もるために高温物性の知見を積み重ねる必要がある。 

そこで、本研究では高窒素ドープ(N: 2x1018/cm3) 4H-SiC の光ルミネセンス(PL)法によるバンド

端発光の室温から約 500℃までの高温における挙動変化を正確に捉えることを目標とした。実験

はカートリッジヒータを備えた小型

炉を用い、温度変化をさせながらサフ

ァイアガラスの窓を通してHe-Cdレー

ザー(325nm)を光源としたPL測定を行

った。その結果、測定された発光強度

分布は再現性良く温度に対して系統

的な変化を見せた(右図)。この測定か

ら 390nm 付近のメインピークは室温

からの温度上昇とともに強度が増大

するが 175℃近傍を上限として減少に

転じ、それとともに 410nm 付近のピー

ク強度が増大する様子が見て取れる。

当日はこの測定データの解析を踏ま

えてバンド端発光の温度変化の詳細

を発表する予定である。 Temperature dependence of photoluminescence from 

heavily-nitrogen-doped 4H-SiC (N: 2x1018/cm3) 
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